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はじめに  
	
 スピントロニクス素子の効率を向上させるために、スピン分極率が 100%となるハーフメタル強磁性体薄膜
の開発が急務である。特に室温ハーフメタルとして期待されているホイスラー合金薄膜においては、その規

則度とスピン分極率の実験的な関連づけが望まれる。そこで、本研究では遠赤外線を用いたバンドギャップ

測定手法を提案し、室温ハーフメタルの実現に向けたフィードバックを確立する。 
実験方法  
	
 図 1に示すように遠赤外円偏光を用いて、ホイスラー合金薄膜中の電子スピンを励起し測定した 1)。まず

円偏光をチョッパーにより 17 Hzのパルスとして、薄膜表面に 45°の角度で入射した。薄膜底面に永久磁石を
固定し、その磁場の向きを N極(S極)上向きに反転させることで、マジョリティーもしくはマイノリティー
電子スピンのみを励起した。この際マイノリティースピンのみがフェルミ面近傍にバンドギャップを有する

ため、バンドギャップの大きさに応じた遠赤外線の吸収が起きると期待される。従って磁場の向きに依存し

た反射光強度の差を測定することで、バンドギャップの大きさを見積もることが可能となる。なお反射光は

遠赤外光用に設計した検出器を用いて、ロックイン増幅器を介して測定した。 
実験結果  
	
 2 nm厚 Ru層で保護された 23 nm厚の多結晶 Co2FeSi薄膜を室温測定した結果を図 2に示す。成膜直後の
試料及び 400°Cで 3~6時間熱処理した試料共に、13.2 µmの波長で約 200 mVの反射強度の低減(遠赤外光の
吸収)が測定された。これは約 0.094 eVのバンドギャップに対応する。このように室温でもバンドギャップを
測定することが可能であることがわかり、今後のハーフメタル合金評価に非常に有用であると期待される。 
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Fig. 1  Schematic diagram of the experimental setup.   Fig. 2  Difference in intensity between the fields 
                                               with the N-/S-pole upwards for Co2FeSi/MgO as- 
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